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概要（Summary）： 

現行メモリの消費電力を２桁以上削減できる可能

性から超省電力メモリの研究が盛んに行われている

１）。しかし、これは高価なエッチングプロセスを用い

ていることや試料作成の再現性が確保できない点、更

に高価なＳｉ基板を用いる点など実用的なことを考

えると新しい作成プロセスが必要となる。そこで、安

価な光ディスクと類似した作成プロセスによる磁性

細線メモリの試作を検討するため、ここでは原盤作成

の準備を行った。 

 

実験（Experimental）： 

Ｓｉ基板上に電子線描画用レジストを塗布し、これ

に磁性細線メモリの単純な細線構造を電子ビーム描

画装置で露光する。このようにして作成したレジスト

パターンをマスクとしてＲＩＥ（Reactive Ion 

Etching）でエッチングする事で原盤を作成する。こ

れは光ディスクと同様の手法であるが、光ディスクで

はガラス原盤を用いているため、いずれは両者の比較

を行わなければならない。また、この原盤を用いて細

線パターンをプラスチック基板上に成形する必要が

あり、成形可能な原盤形状の検討も必要になる。更に、

この成形した基板に磁性細線メモリ材料をスパッタ

によって形成する予定であり、良好な磁性細線パター

ンを形成するためには、溝深さと製膜する膜厚の関係

も調査する必要がある。 

 

結果と考察（Results and Discussion）： 

レジストをマスクとして利用するためには、レジス

ト膜厚の制御が必要である。原盤とするためにはエッ

チィングによる底切りが必要で、レジストがマスクと

して残らないと矩形形状の細線パターンを得る事が

出来ない。そこで、電子線描画用レジストの希釈量と

スピンコーターの回転数の関係を調べた。今回の検討

では、これら条件を制御する事で３００nm までのレジ

スト厚制御が可能であることが判った。したがって、必

要レジスト膜厚がこれ以上必要な要求仕様が出た場合

には、更にレジスト厚を厚くする対策を考えなければな

らない。今回はレジスト膜厚を最大の３００ｎｍで実験

を行う事にした。 

そこで、次にＲＩＥの扱い方を教えていただいた。現

在このＲＩＥではミクロンオーダーの深堀条件しか出

ていないために、すぐに実験に移行できなかった。まず

は、薄いレジストにおけるエッチング条件を見出すこと

から始める。 

 

その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

 磁性細線用原盤作成のためのＲＩＥ条件を見出し、原

盤を作成し、これを利用してプラスチック基板表面に磁

性細線パターンを形成する。 
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